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摘要(译)

气相沉积装置包括气相沉积源（ 60 ），其具有排出气相沉积颗粒的多个
气相沉积源开口（ 61 ）（ 91 ），具有多个限制开口（ 82 ）的限制单
元（ 80 ）和气相沉积掩模（ 70 ），其中多个掩模开口（ 71 ）仅形成
在多个气相沉积区域（ 72 ）中，其中已经通过多个限制开口的气相沉积
颗粒到达。多个气相沉积区域沿着与基板的法线方向（ 10）正交的第二
方向和基板的移动方向布置，具有非气相沉积区域（ 73 ）其中气相沉积
颗粒不会夹在其间。从沿着与第二方向平行的直线上的非气相沉积区域
的位置，沿着法线方向观察，在基板的移动方向上的不同位置处形成气
相沉积颗粒通过的掩模开口。基材。因此，可以稳定地形成其中边缘模
糊被抑制在基板上的期望位置的气相沉积涂膜。
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